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摘 要

近來，複晶矽薄膜電晶體(POLY-SI TFT)在應用於ULSI高密度靜態隨機存取記憶體的負載電阻和大面積主動矩陣式液晶顯

示器(AM-LCD)之驅動電路方面深具潛力，故而廣受矚目。在本論文中，我們針對上電極複晶矽薄膜電晶體之製程效應及

元件結構加以探討。我們研究了閘極絕緣包覆輕參雜汲極製程(GO-LDD)對於複晶矽薄膜電晶體特性所產生的影響，同時

也研究了SI1-XGEX化合物薄膜電晶體的特性，探討其低溫製程的優點，對於應用在顯示器驅動電路開關元件上的可行性

。 首先，我們探討了電晶體結構對於其所表現出電特性的關係，實驗結果顯示採用閘極絕緣包覆輕摻雜製程，對於當開關

元件使用的薄膜電晶體，在漏電流方面有改善的效果，同時亦增加了元件的開關電流比。此外，新的製程方法也減少了傳

統的製程步驟。 其次，我們採用其他材料取代以往的複晶矽薄膜，模擬其元件特性，藉由其低溫成膜優點，探討其他材料

替代傳統高溫製程複晶矽薄膜電晶體的可行性。
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